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요약

SRAM을 내장한 표시 장치에 있어서, SRAM에 보유된 데이터에 의한 구동 시의 소비 전력을 더욱 저감시키는 기술을 
개시한다. 표시 장치의 신호선 드라이버 및 주사선 드라이버에 전원 전압을 공급하는 전원 전압 발생부에 전원 전압 제
어 회로를 설치한다. SRAM에 보유된 영상 데이터를 화소에 공급하여 표시를 행하는 기간 중에는 상기 전원 전압 제어 
회로로부터의 전원 전압의 공급을 정지시켜, 상기 신호선 드라이버나 상기 주사선 드라이버의 동작을 정지시킨다.

대표도
도 5

색인어
전원 전압 발생 정지 회로, 신호선 드라이버, 스위칭 승압부, 주사선

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 실시예에 따른 액정 표시 장치의 개략 구성을 나타낸 블록도.
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도 2는 도 1에 나타낸 SRAM 내장 화소부에 포함되는 하나의 화소의 구성을 상세히 나타낸 회로 구성도.

도 3은 SRAM 구동 시의 신호 전압의 변화를 나타내는 타임차트.

도 4는 SRAM 내장 화소부를 구동하기 위한 X 드라이버, Y 드라이버 및 SRAM 드라이버의 회로 구성, 사용하는 전원 
전압 및 SRAM 구동 시의 전원 전압의 사용 상황과의 관계를 나타내는 설명도.

도 5는 실시예1에 따른 DC/DC 컨버터의 회로 구성도.

도 6은 실시예2에 따른 DC/DC 컨버터의 회로 구성도.

< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

1 : SRAM 내장 화소부

2 : X 드라이버

3 : Y 드라이버

4 : SRAM 드라이버

10 : 액정 표시 장치

11 : 신호선

12 : 주사선

13 : 화소 TFT

14 : 화소 전극

15 : 대향 전극

16 : 인버터

17 : 인버터

20 : DC/DC 컨버터

21 : 전원 공급 라인

22 : 스위치 회로

30 : DC/DC 컨버터

31 : 스위칭 승압부

32 : 출력 평활부

33 : 비교기부
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34 : AND 회로

100 : 통상 화소부

200 : SRAM부

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 화소 내에 SRAM을 내장한 액티브 매트릭스형 표시 장치에 관한 것으로, 자세히 설명하면 SRAM에 보유된 
영상 데이터에 의한 정지 화상 표시 사이에 생기는 전력 손실을 저감시키는 회로 기술에 관한 것이다.

하나의 화소 내에 영상 데이터를 정적으로 보유 가능한 기억 소자로서 SRAM을 내장한 액티브 매트릭스형 액정 표시 
장치(이하, SRAM을 내장한 액정 표시 장치)가 개발되고 있다.

    
일반적으로, SRAM을 내장하지 않은 액정 표시 장치에서는 정지 화상 데이터를 프레임마다 제공하여 정지 화상 표시을 
행하고 있다. 그 동안, 드라이버나 그래픽 컨트롤러 등은 항상 동작하고 있기 때문에, 소비 전력을 저감시키는 것이 어
렵다. 한편, SRAM을 내장한 액정 표시 장치에서는 SRAM에 보유되어 있는 정지 화상 데이터(이하, SRAM 보유 데이
터)로 정지 화상 표시를 행하고 있다. 그 동안, 드라이버나 그래픽 컨트롤러 등은 대기 상태에 있기 때문에, 소비 전력
을 저감시킬 수 있다. 이 종류의 액정 표시 장치를 개시한 문헌으로서 USP5,712,652가 있다. 여기에는 화소마다 기억 
소자로서 디지털 메모리 셀을 구비한 액정 표시 장치가 기재되어 있다.
    

SRAM 보유 데이터에 의한 정지 화상 표시 동안, 대기 상태에 있는 드라이버나 그래픽 컨트롤러 등의 회로에서는 전원 
전압의 공급은 불필요해진다. 종래의 SRAM을 내장한 액정 표시 장치에서는 대기 상태라도 모든 회로에 전원 전압의 
공급이 행해지고 있었기 때문에, 대기 상태에 있는 회로에서는 내부적으로 전력 손실이 생겼었다.

동일한 전력 손실은 드라이버나 그래픽 컨트롤러 등에 전원 전압을 공급하는 DC/DC 컨버터에도 생기고 있다. DC/DC 
컨버터는 스위칭 조절기, 혹은 시리즈 조절기(series regulater)로 구성되어 있다. 이 때문에, 부하가 거의 제로라도 
조절기의 자기 손실이 발생하여, 그 만큼이 전력 손실이 된다.

SRAM을 내장한 액정 표시 장치는 배터리로 구동되는 휴대 정보 기기의 디스플레이로서 사용되는 경우가 많다. 따라서, 
쓸데없는 전력 손실은 배터리 수명을 단축시키는 원인이 된다. 이러한 배경 때문에, SRAM을 내장한 액정 표시 장치에
서는 SRAM 보유 데이터에 의한 정지 화상 표시 동안, 소비 전력을 더욱 저감시키는 것이 요구되고 있다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 SRAM을 내장한 표시 장치에 있어서, SRAM 보유 데이터에 의한 구동 시의 소비 전력을 더욱 저감
시키는 것에 있다.

    발명의 구성 및 작용

    
본 발명에 따른 표시 장치의 제1 특징은 매트릭스형으로 배치된 복수의 신호선과 복수의 주사선, 이들 양선의 각 교점
부에 배치된 복수의 화소, 상기 주사선에 공급된 주사 신호에 의해 상기 신호선과 상기 화소 사이를 도통시켜 상기 신호
선에 공급된 영상 데이터를 상기 화소에 기입하는 복수의 화소 스위치 소자, 상기 신호선에 공급된 영상 데이터를 기억
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하고 또한 기억한 상기 영상 데이터를 대응하는 상기 화소에 공급 가능하게 구성된 복수의 기억 소자를 갖는 기억 소자 
내장 화소부와, 제1 표시를 행하기 위해, 상기 신호선에 공급된 영상 데이터의 상기 화소에의 기입을 제어하는 신호선 
드라이버 및 주사선 드라이버와, 제2 표시를 행하기 위해 상기 기억 소자에 보유된 영상 데이터의 상기 화소에의 기입
을 제어하는 기억 소자 드라이버와, 상기 신호선 드라이버 및 상기 주사선 드라이버에 전원 전압을 공급하는 전원 전압 
발생부와, 상기 제2 표시 기간 중 상기 전원 전압 발생부로부터의 전원 전압의 공급을 정지시키는 전원 전압 제어 회로
를 포함하는 것에 있다.
    

    
본 발명에 따른 표시 장치의 제2 특징은 매트릭스형으로 배치된 복수의 신호선과 복수의 주사선, 이들 양선의 각 교점
부에 배치된 복수의 화소, 상기 주사선에 공급된 주사 신호에 의해 상기 신호선과 상기 화소 사이를 도통시켜 상기 신호
선에 공급된 영상 데이터를 상기 화소에 기입하는 복수의 화소 스위치 소자, 상기 신호선에 공급된 영상 데이터를 기억
하고 또한 기억한 상기 영상 데이터를 대응하는 상기 화소에 공급 가능하게 구성된 복수의 기억 소자를 갖는 기억 소자 
내장 화소부와, 제1 표시를 행하기 위해 상기 신호선에 공급된 영상 데이터의 상기 화소에의 기입을 제어하는 신호선 
드라이버 및 주사선 드라이버와, 제2 표시를 행하기 위해 상기 기억 소자에 보유된 영상 데이터의 상기 화소에의 기입
을 제어하는 기억 소자 드라이버와, 상기 신호선 드라이버 및 상기 주사선 드라이버에 전원 전압을 공급하는 전원 전압 
발생부와, 상기 제2 표시 기간 중 상기 전원 전압 발생부에서의 전원 전압의 발생을 정지시키는 전원 전압 발생 정지 회
로를 포함하는 것에 있다.
    

이하, 본 발명에 따른 표시 장치를 액정 표시 장치에 적용한 실시예에 대하여 설명한다.

도 1은, 실시예에 따른 액정 표시 장치(10)의 개략 구성을 나타낸 블록도이다. 액정 표시 장치(10)는 SRAM 내장 화
소부(1)와 SRAM 내장 화소부(1)를 통상 구동시키기 위한 X 드라이버(2) 및 Y 드라이버(3)와, SRAM 내장 화소부
(1)를 SRAM 보유 데이터에 의해 구동시키기 위한 SRAM 드라이버(4)를 구비하고 있다.

상기 각 드라이버에는 전원 전압 외에, 타이밍 신호, 영상 데이터, 각종 제어 신호 등이 필요에 따라 공급되고 있다. 이
들은 도시하지 않은 컨트롤러 IC, 전원 전압 발생부, D/A 컨버터 등을 구비한 I/F 기판으로부터 공급된다.

또, X 드라이버(2), Y 드라이버(3) 및 SRAM 드라이버(4)는 각각 본 실시예에서의 신호선 드라이버, 주사선 드라이버 
및 기억 소자 드라이버이다. SRAM 내장 화소부(1)는 본 실시예에서의 기억 소자 내장 화소부이다. 상기 컨트롤러 IC
는 본 실시예에서의 외부 제어 회로이다.

도 2는, 도 1에 나타낸 SRAM 내장 화소부(1)에 포함되는 하나의 화소의 구성을 상세하게 나타낸 회로 구성도이다. 도 
2에 나타내는 스위치 기호는 MOS FET(n 채널 또는 p 채널) 등의 TFT(Thin Film Transistor) 스위치를 나타내고 
있다. 따라서, 두개의 터미널과 하나의 컨택트는 각각 소스(S), 드레인(D), 게이트(G)를 나타내고 있다.

하나의 화소는 통상 화소부(100)와 SRAM 부(200)의 두개의 블록으로 구성되어 있다. 통상 화소부(100)는 기억 소
자를 갖지 않은 화소 영역이고, 화소 TFT(13), 화소 전극(14), 대향 전극(15) 및 도시하지 않은 액정층등으로 구성되
어 있다. 즉, 도 2에 나타내는 화소는 화소 전극(14)과 대향 전극(15) 사이에 도시하지 않은 액정층을 보유한 액정 화
소이다.

    
통상 화소부(100)에 있어서, 화소 TFT(13)의 소스는 신호선(11)에 접속되고, 드레인은 화소 전극(14)에 접속되어 
있다. 화소 전극(14)과 대향 전극(15) 사이에는 도시하지 않은 액정층이 보유되며, 화소 용량 C를 형성하고 있다. 또, 
화소 TFT(13)의 게이트는 주사선(12)에 접속되고, 도 1에 나타낸 Y 드라이버(3)로부터 공급되는 주사 신호에 의해 
온/오프가 제어된다. 주사선(12)의 전위는 Y 드라이버(3)로부터 공급되는 주사 신호에 의해 오프 레벨 또는 온 레벨이 
된다.
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또, 화소 TFT(13)는 본 실시예에서의 화소 스위치 소자이다. 또한, 도시하지 않았지만, 신호선(11)과 주사선(12)은 
각각 복수개 존재하고, 매트릭스형으로 배치되어 있다. 그리고, 도 2에 나타내는 화소는 이들 양 선의 각 교점부에 배치
되어 있다.

    
SRAM부(200)는 기억 소자로서의 SRAM을 구성하는 영역이고, 스위치 SW-A, SW-B, SW-C 및 인버터(16, 17)
에 의해 구성되어 있다. SRAM 부(200)에 있어서, 스위치 SW-A의 단자(2)는 인버터(16)의 입력측에 접속되고, 인
버터(16)의 출력측은 인버터(17)의 입력측과 SW-B의 단자(2)에 접속되어 있다. 또한, 인버터(17)의 출력측은 스위
치 SW-C를 통해 인버터(16)의 입력측에 접속되어 있다. 통상 화소부(100)의 화소 전극(14)은 SRAM 부(200)의 
스위치 SW-A, SW-B의 단자(1)와 접속되어 있다.
    

SRAM부(200)에 있어서, 인버터(16, 17) 및 스위치 SW-C는 SRAM을 구성하고 있다. 스위치 SW-A, SW-B는 통
상 화소부(100)의 화소 전극(14)과 상기 SRAM 사이의 도통을 제어하는 스위치 회로를 구성하고 있다. 또, 상기 SR
AM에서의 스위치 SW-C는 본 실시예에서의 SRAM 스위치 소자이다.

    
스위치 SW-A, SW-B의 게이트는 도시하지 않은 제어 신호선에 접속되고, 도 1에 나타낸 SRAM 드라이버(4)로부터 
상기 제어 신호선을 통하여 공급되는 제어 신호에 의해 온/오프가 제어된다. 또한, 스위치 SW-C의 게이트는 주사선(
12)에 접속되고, 도 1에 나타낸 Y 드라이버(3)로부터 공급되는 주사 신호에 의해 온/오프가 제어된다. 즉, 화소 TFT
(13)와 스위치 SW-C의 온/오프는 동일한 주사선(12)에 공급되는 주사 신호에 의해 제어된다. 단, 화소 TFT(13)와 
스위치 SW-C의 온/오프는 반전의 관계에 있다. 즉, 화소 TFT(13)가 온하면 스위치 SW-C는 오프가 되고, 화소 TF
T(13)가 오프하면 스위치 SW-C는 온이 된다.
    

또, 도 2에서 스위치 SW-C와 접속하는 인버터(16, 17)는 CMOS 게이트에 의해 구성되어 있다.

본 실시예에서는 SRAM부(200)에 보유된 영상 데이터(SRAM 보유 데이터)에 의해 정지 화상 표시를 행하는 것을 S
RAM 구동이라고 한다. 또한, 신호선(11)에 공급된 영상 데이터에 의해 풀컬러의 동화상 표시나 중간조 표시를 행하는 
것을 통상 구동이라고 한다. 통상 구동에 의한 표시는 본 실시예에서의 제1 표시이고, SRAM 보유 데이터에 의한 표시
는 본 실시예에서의 제2 표시이다.

이어서, 상술된 화소의 기본적인 동작을 도 3에 기초하여 설명한다. 도 3은 SRAM 구동 시의 신호 전압의 변화를 나타
내는 타임차트이다. 파선은 프레임의 구분을 나타내고 있다. 또, 각 신호 전압에서의 " H" , " L" 은 각각 하이 레벨, 로
우 레벨의 전위를 나타내고 있다. 예를 들면, H로서 10V, L로서 5V의 전위가 설정된다.

화소를 통상 구동시키는 통상 표시 모드에서는 스위치 SW-A 및 SW-B를 오프하여, SRAM 부(200)와 통상 화소부
(100) 사이를 분리하고, 화소 TFT(13)의 온/오프에 의해 표시를 행한다. 즉, Y 드라이버(3)로부터 주사선(12)을 통
하여 공급되는 주사 신호에 의해 화소 TFT(13)를 소정 주기로 온/오프하고, 이것과 동기하여 X 드라이버(2)로부터 
신호선(11)을 통하여 통상의 영상 데이터를 화소 용량 C에 인가하여 표시를 행한다.

SRAM 구동하는 경우에는 통상 구동으로부터 SRAM 구동으로 전환되는 최종 프레임(기입 모드)에 있어서, SRAM 부
(200)에 SRAM 보유 데이터의 기입을 행한다. 이 기입 모드에서는 스위치 SW-A를 온, SW-B를 오프, 또한 화소 T
FT(13), 스위치 SW-C를 소정 간격으로 온/오프한다. 그리고, X 드라이버(2)로부터 신호선(11)을 통하여 2값의 흑
백 신호 전압을 공급하고, 인버터(16, 17)에 SRAM 보유 데이터로서 기입한다.

    
그 후의 SRAM 구동을 행하는 SRAM 표시 모드에서는 화소 TFT(13)를 오프로 고정하고, 스위치 SW-C를 온으로 고
정한다. 또한, 스위치 SW-A, SW-B를 프레임 주기로 교대로 온/오프하고, 인버터(16, 17)의 출력(반전 출력, 비반
전 출력)을 교대로 선택함으로써, 화소 용량 C에는 프레임 주기로 극성이 다른 SRAM 보유 데이터가 제공된다. 이것에 
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동기하여, 대향 전극(15)의 전위를 프레임 주기로 반전시킨다. 그 결과, 화소 전극의 전위와 대향 전극의 전위의 위상 
관계로부터 백/흑의 2값 표시를 얻을 수 있다.
    

도 4는, 도 1에 나타낸 SRAM 내장 화소부(1)를 구동시키기 위한 X 드라이버(2), Y 드라이버(3) 및 SRAM 드라이버
(4)의 회로 구성, 사용하는 전원 전압 및 SRAM 구동 시의 전원 전압의 사용 상황과의 관계를 나타내는 설명도이다. 
이하, 도 4를 참조하면서 각 부의 동작을 간단히 설명한다. 또, 도 4에 나타내는 각 부는 모두 도시하지 않았다. 또한, " 
전원 전압 XVDD" 등의 용어는 " XVDD" 라고 약칭한다.

X 드라이버(2)는 시프트 레지스터부, 데이터 래치부, 계조 전압 선택부, 신호선 출력부를 구비하고 있다. X 드라이버(
2)에 입력된 R, G, B 마다의 병렬 영상 데이터(디지털의 계조 데이터)는 시프트 레지스터부 및 데이터 래치부에서 1 
라인분의 직렬인 데이터 열로 변환된다. 이 영상 데이터의 계조 전압은 계조 전압 선택부에 의해 아날로그의 영상 데이
터로 변환된다. 또한, 신호선 출력부에서 임피던스 변환된 후, 신호선(11)으로 출력된다.

Y 드라이버(3)는 시프트 레지스터부, 레벨 시프터부, 주사선 출력부를 구비하고 있다. Y 드라이버(3)에 입력된 시프트 
펄스는 시프트 레지스터부에서 클럭 신호의 타이밍으로 시프트된다. 이 시프트 펄스는 레벨 시프터부에서 레벨 변환되
고, 주사선 출력부로부터 주사선(12)에 주사 신호로서 출력된다.

SRAM 드라이버(4)는 도 2의 스위치 SW-A, SW-B의 제어 신호를 생성하는 SRAM 제어 신호 생성부와, 인버터(1
6, 17)에 전원 전압을 공급하는 SRAM 인버터 전원부를 구비하고 있다.

    
SRAM 드라이버(4)는 SRAM 구동 시에 SRAM 부(200)를 제어하기 위해 YGVDD, YGVSS, SVDD, SVSS를 필요로 
한다. 이 때, X 드라이버(2)의 XVDD는 불필요해진다. 신호선(11)에 공급되는 영상 데이터가 SRAM 구동에 기여하지 
않기때문이다. 한편, 본 실시예에서 Y 드라이버(3)의 YVDD 등은 SRAM 구동 시에 필요해진다. 왜냐하면, 그 동안 Y 
드라이버(3)에서는 시프트 레지스터부의 논리를 고정하여, 주사선(12)의 전위를 오프 레벨로 하기 위해서이다. 따라
서, 본 실시예에서는 SRAM 구동 시에 XVDD만이 불필요해진다. 앞에서 설명한 바와 같이 종래는 SRAM 구동 시에도 
XVDD를 공급하였기 때문에, X 드라이버(2)에서는 내부적인 전력 손실을 생기게 하였다.
    

이어서, 실시예1, 2로서 상기 전원 전압 발생부를 구성하는 DC/DC 컨버터의 회로 구성에 대하여 설명한다. DC/DC 컨
버터는 각 드라이버로 공급하는 복수의 전원 전압을 발생시켰다. 이하의 실시예에서는 X 드라이버(2)에 XVDD를 공급
하는 회로 구성에 대하여 설명한다.

[실시예1]

도 5는 실시예1에 따른 DC/DC 컨버터의 회로 구성도이고, SRAM 구동 시에 XVDD의 공급을 정지시키는 구성을 나타
내고 있다.

    
DC/DC 컨버터(20)의 출력측에는 복수의 전원 공급 라인이 접속되어 있다. 이 중, X 드라이버(2)와 연결되는 전원 공
급 라인(21)에는 스위치 회로(22)가 접속되어 있다(다른 전원 공급 라인은 도시를 생략함). 이 스위치 회로(22)는 n 
채널의 MOSFET로 구성된 TFT 스위치이고, 본 실시예에서의 전원 전압 제어 회로이다. 스위치 회로(22)의 게이트에
는 도시하지 않은 컨트롤러 IC로부터 SRAM 모드 신호가 제공된다. 이 SRAM 모드 신호는 본 실시예에서의 모드 전환 
신호이다.
    

통상 구동 시에는, 도시하지 않은 컨트롤러 IC로부터 하이 레벨의 SRAM 모드 신호를 공급하여 스위치 회로(22)의 도
통을 온으로 고정한다. 이 경우, DC/DC 컨버터(20)에서 발생된 XVDD는 전원 공급 라인(21)으로부터 스위치 회로(2
2)를 통해 X 드라이버(2)로 출력된다.
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SRAM 구동시에는 도시하지 않은 컨트롤러 IC로부터 로우 레벨의 SRAM 모드 신호를 공급하여 스위치 회로(22)의 도
통을 오프로 고정한다. 이 경우, 전원 공급 라인(21)이 차단되므로, DC/DC 컨버터(20)에서 발생된 XVDD는 X 드라이
버(2)에 공급되는 일은 없다.

실시예1에서는 SRAM 구동 시에 대기 상태에 있는 X 드라이버(2)로의 XVDD의 공급이 정지되기 때문에, X 드라이버
(2)에서의 불필요한 전력 손실을 저감시킬 수 있다.

또, 스위치 회로(22)를 p 채널의 MOSFET로 구성한 경우에는 스위치 회로(22)의 도통을 하이 레벨의 SRAM 모드 신
호에 의해 오프로 고정한다.

[실시예2]

도 6은 실시예2에 따른 DC/DC 컨버터의 회로 구성도이고, SRAM 구동 시에 XVDD의 발생을 정지시키는 구성을 나타
내고 있다.

DC/DC 컨버터(30)는 스위칭 승압부(31), 출력 평활부(32), 비교기부(33) 및 AND 회로(34)를 구비하고 있다. 또 
도 6에서는 복수의 전원 전압을 발생시키는 회로 구성 중 특히 X 드라이버(2)에 공급하는 XVDD를 발생시키는 회로 
구성을 나타내고 있다.

    
입력 전압은 스위칭 승압부(31)에 의해 승압되고, 출력 평활부(32)에 의해 평활하게 된 후, XVDD로서 출력된다. 비교
기부(33)에서는 출력 평활부(32)로부터 출력된 XVDD를 모니터하고 있다. 비교기부(33)는 XVDD와 기준 전압을 비
교하여, XVDD가 기준 전압에 도달할 때에는 로우 레벨의 신호를, 그렇지 않을 때는 하이 레벨의 신호를 출력한다. 스
위칭 승압부(31)는 비교기부(33)로부터 AND 회로(34)를 통해 입력된 로우 레벨 또는 하이 레벨의 신호에 의해 승압 
동작이 제어된다. 이에 따라, DC/DC 컨버터(30)로부터의 출력 전압은 항상 XVDD가 된다.
    

또, AND 회로(34)는 본 실시예에서의 전원 전압 발생 정지 회로이다. AND 회로(34)는 비교기부(33)로부터 출력된 
비교 결과와, 도시하지 않은 컨트롤러 IC로부터 공급되는 SRAM 모드 신호를 입력 신호로 한다. SRAM 모드 신호는 
본 실시예에서의 모드 전환 신호이다.

통상 구동시에는 도시하지 않은 컨트롤러 IC로부터 AND 회로(34)로 공급되는 SRAM 모드 신호를 하이 레벨로 한다. 
이 경우, 비교기부(33)로부터 출력되는 로우 또는 하이 레벨의 신호는 AND 회로(34)를 통해 스위칭 승압부(31)에 공
급되므로, 스위칭 승압부(31)에서는 상기된 바와 같은 통상의 승압 동작이 행해진다.

SRAM 구동시에는 상기 SRAM 모드 신호를 로우 레벨로 한다. 이 경우, AND 회로(34)에서는 입력되는 신호에 상관
없이 출력을 얻을 수 없게 된다. 이 때문에, 스위칭 승압부(31)의 승압 동작이 정지하여, 결과적으로 XVDD의 발생이 
정지한다.

실시예2에서는 SRAM 구동 시에 DC/DC 컨버터(30)에서의 XVDD의 발생이 정지하기 때문에, DC/DC 컨버터를 구성
하는 조절기의 자기 손실을 없앨 수 있다. 이것에 따르면, SRAM 구동 시에 X 드라이버(2)에서의 불필요한 전력 손실
을 저감시킬 수 있는 것 외에, DC/DC 컨버터(30)를 구성하는 조절기의 자기 손실을 억제할 수 있다. 따라서, 실시예1
과 같이 XVDD의 공급만을 정지시키는 경우에 비교하여, 전력 소비를 더욱 저감시킬 수 있다.

    
상기 실시예1, 2에서는 도 2에 도시된 바와 같이, Y 드라이버(3)의 주사선(12)과 SRAM부(200)의 스위치 SW-C의 
제어선을 겸용하는 회로 구성을 전제로 하고 있다. 이 때문에, SRAM 구동 시에 Y 드라이버(3)의 동작을 정지시킬 수 
없다. 왜냐하면, Y 드라이버(3)에서는 SRAM 구동 시에 도시하지 않은 시프트 레지스터부의 논리를 고정하여, 주사선
(12)의 전위를 오프 레벨로 하기 때문이다. 그러나, SRAM 부(200)의 스위치 SW-C의 제어를 전용 제어선을 통해 행
하도록 구성할 수도 있다. 이와 같이, Y 드라이버(3)의 주사선(12)과 SRAM부(200)의 스위치 SW-C의 제어선을 분
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리하는 회로 구성으로 한 경우에는 SRAM 구동 시에 X 드라이버(2)와 Y 드라이버(3)의 동작을 정지시킬 수 있다.
    

즉, 도 5에 나타내는 실시예1에서는 Y 드라이버(3)와 연결되는 도시하지 않은 전원 공급 라인에 스위치 회로(22)를 
접속한다. 또한, 실시예2에서는 Y 드라이버(3)의 구동에 필요한 YVDD 등을 발생시키는 DC/DC 컨버터를 도 6과 같이 
구성한다.

상기된 바와 같은 회로 구성으로 함으로써, SRAM 구동 시에 X 드라이버(2)로의 XVDD의 공급 외에, Y 드라이버(3)
로의 YVDD 등의 공급을 정지할 수 있다. 따라서, 전력 절약화를 한층 더 도모할 수 있다.

    발명의 효과

본 발명에 따르면, SRAM을 내장한 표시 장치에 있어서, SRAM에 보유된 영상 데이터를 화소에 공급하여 표시를 행하
는 기간 동안에는 전원 전압 제어 회로로부터의 전원 전압의 공급을 정지시켜, 신호선 드라이버나 주사선 드라이버의 
동작을 정지시키도록 구성했기 때문에, SRAM 보유 데이터에 의한 구동시의 소비 전력을 저감시킬 수 있는 효과가 있
다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

매트릭스형으로 배치된 복수의 신호선과 복수의 주사선, 이들 양선의 각 교점부에 배치된 복수의 화소, 상기 주사선에 
공급된 주사 신호에 의해 상기 신호선과 상기 화소 사이를 도통시켜 상기 신호선에 공급된 영상 데이터를 상기 화소에 
기입하는 복수의 화소 스위치 소자, 상기 신호선에 공급된 영상 데이터를 기억하고 또한 기억한 상기 영상 데이터를 대
응하는 상기 화소에 공급 가능하게 구성된 복수의 기억 소자를 갖는 기억 소자 내장 화소부와,

제1 표시를 행하기 위해, 상기 신호선에 공급된 영상 데이터의 상기 화소에의 기입을 제어하는 신호선 드라이버 및 주
사선 드라이버와,

제2 표시를 행하기 위해 상기 기억 소자에 보유된 영상 데이터의 상기 화소에의 기입을 제어하는 기억 소자 드라이버와,

상기 신호선 드라이버 및 상기 주사선 드라이버에 전원 전압을 공급하는 전원 전압 발생부와,

상기 제2 표시 기간 중 상기 전원 전압 발생부로부터의 전원 전압의 공급을 정지시키는 전원 전압 제어 회로

를 포함하는 표시 장치.

청구항 2.

제1항에 있어서,

상기 전원 전압 제어 회로는 상기 제2 표시 기간 중 상기 전원 전압 발생부로부터 상기 신호선 드라이버에의 전원 전압
의 공급을 정지시키는 표시 장치.

청구항 3.

제1항에 있어서,

상기 전원 전압 제어 회로는 상기 제2 표시 기간 중 상기 전원 전압 발생부로부터 상기 신호선 드라이버와 상기 주사선 
드라이버에의 전원 전압의 공급을 정지시키는 표시 장치.
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청구항 4.

제1항에 있어서,

상기 전원 전압 제어 회로는 TFT 스위치에 의해 구성되고, 상기 제2 표시 기간 중에는 외부 제어 회로로부터 공급되는 
모드 전환 신호에 의해 상기 전원 전압 발생부와 상기 신호선 드라이버 사이를 비도통으로 하는 표시 장치.

청구항 5.

제3항에 있어서,

상기 전원 전압 제어 회로는 TFT 스위치에 의해 구성되고, 상기 제2 표시 기간 중에는 외부 제어 회로로부터 공급되는 
모드 전환 신호에 의해 상기 전원 전압 발생부와 상기 신호선 드라이버 및 상기 주사선 드라이버 사이를 비도통으로 하
는 표시 장치.

청구항 6.

제1항에 있어서,

상기 전원 전압 발생부는 DC/DC 컨버터인 표시 장치.

청구항 7.

제1항에 있어서,

상기 화소는 화소 전극과 대향 전극 사이에 액정층을 보유한 액정 화소인 표시 장치.

청구항 8.

제1항에 있어서,

상기 기억 소자는 SRAM인 표시 장치.

청구항 9.

제8항에 있어서,

상기 SRAM은 두개의 인버터와, 하나의 SRAM 스위치 소자를 포함하는 표시 장치.

청구항 10.

매트릭스형으로 배치된 복수의 신호선과 복수의 주사선, 이들 양선의 각 교점부에 배치된 복수의 화소, 상기 주사선에 
공급된 주사 신호에 의해 상기 신호선과 상기 화소 사이를 도통시켜 상기 신호선에 공급된 영상 데이터를 상기 화소에 
기입하는 복수의 화소 스위치 소자, 상기 신호선에 공급된 영상 데이터를 기억하고 또한 기억한 상기 영상 데이터를 대
응하는 상기 화소에 공급 가능하게 구성된 복수의 기억 소자를 갖는 기억 소자 내장 화소부와,

제1 표시를 행하기 위해, 상기 신호선에 공급된 영상 데이터의 상기 화소에의 기입을 제어하는 신호선 드라이버 및 주
사선 드라이버와,

제2 표시를 행하기 위해, 상기 기억 소자에 보유된 영상 데이터의 상기 화소에의 기입을 제어하는 기억 소자 드라이버
와,
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상기 신호선 드라이버 및 상기 주사선 드라이버에 전원 전압을 공급하는 전원 전압 발생부와,

상기 제2 표시 기간 중, 상기 전원 전압 발생에서의 전원 전압의 발생을 정지시키는 전원 전압 발생 정지 회로

를 포함하는 표시 장치.

청구항 11.

제10항에 있어서,

상기 전원 전압 발생 정지 회로는 상기 신호선 드라이버에 공급하는 전원 전압의 발생을 정지시키는 표시 장치.

청구항 12.

제10항에 있어서,

상기 전원 전압 발생 정지 회로는 상기 신호선 드라이버 및 상기 주사선 드라이버에 공급하는 전원 전압의 발생을 정지
시키는 표시 장치.

청구항 13.

제10항에 있어서,

상기 전원 전압 발생부는, 입력 전압을 승압하는 스위칭 승압부와, 상기 스위칭 승압부에서 승압된 전압을 평활화하여 
출력 전압으로 하는 출력 평활부와, 상기 출력 전압과 기준 전압과의 비교 결과에 따라 상기 스위칭 승압부의 승압 동작
을 제어하는 비교기부와, 상기 비교기부와 상기 스위칭 승압부 사이에 접속된 전원 전압 발생 정지 회로를 포함하고,

상기 전원 전압 발생 정지 회로는, 상기 제2 표시 기간 중 상기 스위칭 승압부와 상기 비교기부 사이를 비도통으로 함으
로써, 상기 스위칭 승압부에서의 승압 동작을 정지시키는 표시 장치.

청구항 14.

제13항에 있어서,

상기 전원 전압 발생 정지 회로는 상기 비교기부로부터 출력된 비교 결과와, 외부 제어 회로로부터 공급된 모드 전환 신
호를 입력으로 하고, 상기 모드 전환 신호의 전위 레벨에 따라 상기 비교 결과의 상기 스위칭 승압부로의 공급을 정지시
키는 표시 장치.

청구항 15.

제14항에 있어서,

상기 전원 전압 발생 정지 회로는 상기 비교기부로부터 출력된 비교 결과와, 외부 제어 회로로부터 공급되는 모드 전환 
신호를 입력 신호로 하는 AND 회로에 의해 구성되고, 상기 모드 전환 신호의 전위가 로우 레벨이 되는 상기 제2 표시 
기간에서는 상기 비교기부로부터 출력되는 비교 결과의 상기 스위칭 승압부로의 공급을 정지시키는 표시 장치.

청구항 16.

제10항에 있어서,
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상기 전원 전압 발생부는 DC/DC 컨버터인 표시 장치.

청구항 17.

제10항에 있어서,

상기 화소는 화소 전극과 대향 전극 사이에 액정층을 보유한 액정 화소인 표시 장치.

청구항 18.

제10항에 있어서,

상기 기억 소자는 SRAM인 표시 장치.

청구항 19.

제18항에 있어서,

상기 SRAM은 두개의 인버터와, 하나의 SRAM 스위치 소자를 포함하는 표시 장치.

도면
도면 1
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申请(专利权)人(译) Sikki东芝股份有限公司
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[标]发明人 YAMASAKI NOBUO

发明人 YAMASAKI,NOBUO

IPC分类号 G09G3/36 G09G3/20 G02F1/133

CPC分类号 G09G2300/0842 G09G2300/0809 G09G2300/0857 G09G2330/022 G09G3/3648

代理人(译) CHANG, SOO KIL

优先权 2000356132 2000-11-22 JP

其他公开文献 KR100411847B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

用途：通过在装有SRAM的液晶显示装置中使用SRAM保持数据进行驱动
时进一步降低功耗来节省功耗。组成：在液晶显示设备的电源电压产生
部分，用于构成电源控制装置的开关的FET 52插入DC / DC转换器51的
输出侧，以便XVDD（电源电压为X驱动器2）通过FET 52输出到X驱动
器。在将SRAM保持的数据提供给像素以执行静态显示的时段期间，通
过使用SRAM模式信号关闭FET 52的连续性来暂停向X驱动器提供
XVDD。
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